Zhrnutie hlavnych bodov

1.

Mechanické spinace — vysvetlenie typov (NO — normally open, NC — normally closed),
prepinacov (SPST, SPDT, DPDT) a ich zakladnej funkcie ako spinacich prvkov .

Zakladny model spinaca v logickych obvodoch — prechod od praktickych spinacov k ich
schematickému zapisu v logickych obvodoch; zavedenie napajania (VCC, GND) a vysvetlenie, Ze
nas zaujimaju len logické stavy (0/1) .

Tranzistor ako spinac — predstavenie bipolarneho tranzistora (BJT) s vyvodmi baza—kolektor—
emitor; zdéraznenie, Zze v nasom kontexte ho chapeme ako spinac, ktory prepina prad cez zataz
(napr. LED diddu) . Zakladné vlastnosti BJT — zosilfiovaci ucinok (velky kolektorovy prid riadeny
malym bazovym), ale v Cislicovej technike pouZivame len rezim zapnuty/vypnuty .

Unipolarne tranzistory —-moderné integrované obvody vyuZivajui polom riadené tranzistory FET —
Field Effect Transistor, prip. (MOSFET), kde sa kanal otvara pomocou elektrického pola (napatie
na tzv. hradle - gate).

TTL obvody — starsie technoldgie (bipolarne tranzistory v TTL rodine) sa pouzivali v
integrovanych obvodoch pred nastupom CMOS; vysvetlenie rozdielov medzi nimi (spotreba,
rychlost, hustota integracie) .

CMOS technoldgia — vysvetlenie zapojenia dvoch komplementarnych MOSFET-ov (P- a N-kanal) v
tzv. totem-pole Strukture, ktoré zabezpecuje stabilné logické urovne a nizku spotrebu .

Oneskorenia a hazardy — cCasové oneskorenia (rddovo nanosekundy) pri Sireni signdlu cez hradl3,
mozu spdsobovat zakmity (glitch) a neziaduce impulzy; zdéraznena ich prakticka dolezitost pri
navrhu obvodov. Praktické ddsledky - vyrovnavanie dizok vodicov pri zberniciach (napr. 64-
bitova datova zbernica) kvoli rovnakym ¢asovym podmienkam Sirenia signdlov.

Mooreov zakon — empirické pozorovanie, Ze pocet tranzistorov na Cipe sa priblizne kazdé dva
roky zdvojnasobi.



Dolezité pojmy

Andda — kladna elektrdoda diddy, alebo aj elektréonky, na ktord dopadaju elektrony emitované z
katody.

Bdaza (Base) — riadiaca elektrdda bipolarneho tranzistora, ktorad ovlada prad medzi kolektorom a
emitorom.

Bipoldarny tranzistor (BJT) — polovodicovd suciastka so zakladnymi vyvodmi baza, kolektor a
emitor; moze pracovat ako zosilfiovac alebo spinac.

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) — technolégia zaloZzena na kombinacii P- a
N-kandlovych MOSFET tranzistorov, charakteristicka nizkou spotrebou a vysokou hustotou
integracie.

Datasheet — katalégovy list, technicky dokument obsahujuci parametre, elektrické vlastnosti a
zapojenia elektronickych suciastok.

Diéda — dvojpdlova polovodicova suciastka, ktora prepusta prud iba v jednom smere.
Drain (D) — elektréda MOSFET tranzistora, cez ktoru odchadza prud z kandla.

Emitor (Emitter) — vyvod bipolarneho tranzistora, cez ktory vychddzaju nosice prudu riadené
bazou.

Elektronka — vakuova elektricka suciastka, ktord vyuziva emisné vlastnosti katddy a riadi pohyb
elektrénov pomocou mriezky.

Field Effect Transistor (FET) — polom riadeny tranzistor, kde prad v kanali ovlada elektrické pole
vytvorené napatim na gate.

Gate (G) —riadiaca elektréda MOSFET tranzistora, ktora pomocou elektrického pola otvara alebo
zatvara vodivy kanal.

Hazard (Glitch) — nezZiaduci kratky impulz alebo prechodny stav vo vystupe logického obvodu
spb6sobeny rozdielnymi oneskoreniami signalov.

IC (Integrated Circuit, Integrovany obvod) — polovodicovy Cip obsahujuci velky pocet
tranzistorov a pasivnych suciastok na jednej dosticke.

Katdda — zaporna elektrdda diddy, alebo elektrénky, z ktorej vyZaruju elektrény pri zahriati alebo
zdpornom potenciali.

Kolektor (Collector) — vyvod bipolarneho tranzistora, cez ktory preteka riadeny prud.
LED didda (Light Emitting Diode) — didda, ktora pri prechode prudu vyZaruje svetlo.

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) — polom riadeny tranzistor, v
ktorom je gate oddeleny od kanala tenkou izola¢nou vrstvou oxidu.

Mooreov zakon — empirické pozorovanie, Ze pocet tranzistorov na Cipe sa priblizne kazdé dva
roky zdvojnasobi.



N-kanal MOSFET (NMOS) — typ MOSFET tranzistora, v ktorom prud tecie cez kanal tvoreny
elektronmi (vyssia pohyblivost, rychlejsia technoldgia).

NO (Normally Open) — typ kontaktu spinaca alebo relé, ktory je v pokojovom stave rozpojeny.
NC (Normally Closed) — typ kontaktu spinaca alebo relé, ktory je v pokojovom stave spojeny.

P-kanal MOSFET (PMOS) — typ MOSFET tranzistora, v ktorom prud tecie cez kanal tvoreny
dierami (kladnymi nabojmi).

Relé — elektromagneticky spinac, ktory pomocou cievky ovlada mechanické kontakty.
Resistor (Rezistor) — pasivna suciastka obmedzujuca prid a rozdelujlca napatie v obvodoch.

Schottky TTL (Transistor-Transistor Logic) — rychlejSia verzia TTL technoldgie s nizsim
oneskorenim.

Source (S) — elektréda MOSFET tranzistora, ktora je zdrojom nosicov pradu.
SPST (Single Pole Single Throw) — jednoduchy spinac s jednym vstupom a jednym vystupom.
SPDT (Single Pole Double Throw) — prepinac s jednym vstupom a dvoma moznymi vystupmi.

DPDT (Double Pole Double Throw) — prepinac so zdvojenymi kontaktmi, umoZzriuje ovladat dva
nezavislé obvody jednou packou.

Spinac — zakladny prvok elektrickych obvodov, ktory prepina stav medzi vodivym a nevodivym
spojenim.

Totem-pole vystup — zapojenie tranzistorov v logickom obvode, kde horny a dolny tranzistor
pracuju komplementdrne, ¢im vytvaraju rychle a stabilné logické Urovne.

Tranzistor — polovodi¢ova stciastka schopna pracovat ako zosilfiovac alebo spinaé; zakladna
stavebnad jednotka modernych &islicovych obvodov.

TTL (Transistor-Transistor Logic) — rodina logickych obvodov zaloZena na bipolarnych
tranzistoroch, charakteristicka vysSou spotrebou a rychlostou oproti CMOS.

Vystupna charakteristika — vztah medzi vstupnymi a vystupnymi signalmi elektronického
obvodu, ¢asto vyjadrena tabulkou alebo grafom.

Zeraviaca mriezka — elektrdda elektrénky sliZiaca na zahrievanie katédy, ktora tym zaéne
emitovat elektrdny.



